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Vorldufige dynamische Kennwerte der Silizium-Hochstfrequenzdioden oo
OA 541/2, OA 546/7, OA 551/2, OA 556/7

- Allgemeine Bemerkungen

Bei den angegebenen Diodentypen handelt es sich um umformierte
Punktkontaktdioden aus p-Silizium mit einem federnd aufgesetzten
Metallkontakt. Der Kristall ist am oberen Ende der Keramik-
patrone mit einem Messingteil verbunden, wihrend die Kontakt-
feder mit dem unteren Teil der Patrone (pin) verlitet ist.

Das DurchlaBgebiet bei diesem Aufbau wird dann erreicht, wenn

der untere Teil der Patrone (pin) negativ gegeniiber dem oberen
AnschiuB vorgespannt ist.

Zur Beschreibung des elektrischen Verhaltens bei hoheren Fre-

quenzen werden die dynamischen Kennwerte herangezogen, da
die statischen wegen der Wirksamkeit des komplexen Ersatzschalt-
bildes bei hoheren Frequenzen schnell an Bedeutung verlieren.
Die elekirischen Kennwerte sind in Diodenfassungen gemessen
worden, die im IHT hergestellt wurden. Die Angabe einer ent-
sprechenden Normfassung kann aus diesem Grunde nicht er-
folgen. Die Werte selbst sind unter den Bedingungen des Breit-
bandfalls angegeben, d. h., Spiegel- und Signalwelle finden gleiche
Anpassungsverhiltnisse vor.

Erldvterungen der angegebenen Kennwerte

Stromempfindlichkeit § [uA/uW)]

Die Stromempfindlichkeit ist das Verhaltnis des KurzschluBricht-
stromes zur absorbierten Leistung bel kleinen Aussteuerungen.

Nullpunktwiderstand R, [Q2]

Der Nullpunktwiderstand ist der differentielle Widerstand im
Nullpunkt.

Konversionsverlust L [dB]

Der Konversions- oder Mischverlust ist das Verhiltnis der ver-
fiigbaren Signal- zur verfiigharen ZF-Leistung, Der zehnfache
Logarithmus dieses Verhiltnisses wird in dB angegeben. Je nach
AbschluB der auftretenden Spiegelwelle werden Werte fiir Spiegel-
wellenleerlauf oder -kurzschlufl (reaktiver Fall) und der Wert fiir
gleiche Anpassung der Spiegel- und Signalwelle (Breitbandfall)
unterschieden, Wegen der Abhingigkeit des Sperrschichtleit-
wertes von der GrioBe der Oszillatoramplitude wird diese dabei
mit angegeben,

Mischerrauschtemperaturfaktor ty

Der Mischerrauschtemperaturfaktor ist als das Verhalinis der aus-
gangsseitig (ZF) verfiigbaren Rauschleistung der Mischdiode zu
der eines auf T, befindlichen ohmschen Widerstandes definiert.

Dieser Faktor gibt an, wieviel mal so groB3 die Temperatur der

Diode als die Raumtemperatur T, ist.

Tmﬂtm'Tu

Die analytischen Verkniipfungen des Mischerrauschtemperatur-
faktors mit abhangigen GrilBlen zeigen, daB die Randbedingungen,

die an die Werte des Mischverlustes gekniipft sind, auch denr
Mischerrauschtemperaturfaktor beeinflussen.

Wegen des im ZF-Gebiet noch wirksamen Funkelanteils des
Diodenrauschens veriandert der jeweilige Wert der ZF den Mischer-
rauschtemperaturfaktor zusidtzlich.

Die angegebenen Werte beziehen sich auf eine ZF von 30 MHz.

Gesamtempfangerrauschzahl Fg,, [dB]

Die Gesamtempfingerrauschzahlist die Rauschzahl der Kaskaden-
schaltung von Mischdiode und nachfolgendem ZF- Verstirker. Sie
ist Giblich definiert zu :

F _ Naung
8 Gges+k-To- B

Dabei ist Nyyeg die gesamte Ausgangs{ZF)-Rauschleistung, Gges
das Produkt beider Leistungsverstarkungen, d. h. GzF!meia und
B die effektive Bandbreite des Empfingers.

Es ergibt sich daraus

Fgea = L [tm + FZF_”*

Diese Griofle wird oftmals als Vergleichsgrofle verschiedener Misch-
dioden bei vorgegebener Fy; angegeben.

Eine Typisierung nach dieser GriolGe, ohne besondere ZusatzmaB-
nahmen (ZF-Widerstandstransformation), kann zu Fehlurteilen
der Diodenqualitat fithren, da Dioden gleicher Mischerrauschzahl

Fa=L"t

und unterschiedlichem ZF-Widerstand wegen Fgy = Fpp (Rzp)
unterschiedliche Gesamtempfingerrauschzahlen besitzen kdnnen.

ZF-Widerstand Ryp [£2]

Der ZF-Widerstand ist der ZF-seitige Ausgangswiderstand der
Mischdiode.

Aus dem Aquivalentnetzwerk des Mischer-Sechspols ist seine Ab-
hangigkeit von den verschiedenen Splegelweiienabschiussen bzw.
von dem Arbeitspunkt zu erkennen.

Stehwellenverhaltnis m

Das Stehwellenverhaltnis gibt das Verhaltnis von minimaler zu
maximaler Spannung auf einer Leitung mit dem Wellenwider-
stand Z und einem AbschluBwiderstand R an. Dabei besteht die
bekannte Beziehung mit dem Betrag des Reflexionsfaktors r
wie folgt:

Umin R 1—r

Upax Z )

Es ist m < 1, obwohl vielfach in der englischsprachigen Literatur
(VSWR) auch der Kehrwert dieses Verhaltnisses angegeben wird.
In den Kennwerten gilt das Stehwellenverhaltnis fiir die Giite der

- Anpassung an den Oszillator.

Kurzzeitimpul’shelastung Wy za1 [e18]

Die zuldssige Kurzzeitimpulsbelastung ist ein MaB far die Energie,
die die Diode im angegebenen Fall bei einmaligem kurzzeitigen
(t '~ 3 ns) Vorgang ohne Veranderung ihrer Daten aufnehmen
kann. "

Fiir Anlagen, die eine genﬁinsame Empfangs- und Sendeantenne
besitzen und demzufolge entsprechende Umschalter (TR-Switch)
verwenden, gelangt wegen der endlichen Ionisierungszeit der TR- -
Rohren ein Teil der Sendeleistung wihrend des ersten Teils des
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